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Antimoneto de indio € um semicondutor de banda estreita (largura de banda 0.17 eV a
300 K e 0,23 eV a 80 K) comumente utilizado para a construcdo de detectores de
infravermelho, incluindo cdmeras térmicas de imagem, FLIR Systems, sistemas de orientacdo
de misseis teleguiados infravermelho e em astronomia infravermelha. E conhecido que InSb e
GaSb, quando irradiados com feixes de ions, tornam-se porosos, aumentando
significativamente sua area superficial. Isso favorece reacdes quimicas que ocorrem na
superficie, caracteristicas muito favoraveis para seu uso no desenvolvimento de sensores de
gas.

Este projeto visa a fabricagdo de filmes de InSb a partir da técnica de deposigédo por
sputtering e o estudo do comportamento deste material quando irradiado com feixes de ions.
As amostras foram depositadas a temperatura ambiente e cobertas com uma fina camada de
Si0, para minimizar a oxidagdo. Utilizando a técnica de retro espalhamento Rutherford
(RBS), foi possivel identificar a profundidade e a concentracdo de cada elemento na amostra.
Analisando o padrdo de difragdo de raios-x (XRD), foram investigadas a estrutura e a
cristalinidade do material e pela técnica de microscopia eletronica de varredura (MEV) foi
possivel investigar a evolucdo da porosidade das amostras em funcéo da fluéncia irradiada.



